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Ciezar okolo 0,5 G

Tranzystor krzemowy BF506 w obudowie metalowej TO-5, konstrukcji mesa, sredniej mocy,
wielkiej czestotliwosci jest wykonany technologia dyfuzyjna. Baza tranzystora jest polaczona elek-

trycznie z obudowas.
Tranzystor BF506 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatvki, wzmacniaczach

w.cz. i oscylatorach.

Typ wycofany — dane dla celow serwisowych
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Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko 435 VY
Napiecie kolektor-baza Ucgo 45 |
Napiecie emiter-baza Ukso 4 VY
Prad kolektora I 50 mA
Prad bazy Ig 5 . mA
Temperatura zlacza [ | 150 | =g
Temperatura skiadowania Lis ‘ —55...4+150 | °C
Moc strat kolektora (fzmp = 25°C) 7 48 300 - mW

Opornosci termiczne

— zlacze kolektora-powietrze Rintj—a) = 420 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rinci-e) =< 150 - | deg/W

Parametry statvezne (fymp = 25°C)
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* Tranzystory BF506 moga byé oznaczone cyfrg rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos€ /2 g wedlug
kodu;

grupa hsE 10...30 35,38 i 30...70 60...90 70...130 ‘ 110...170

kolor kropki czarny niebieski szary zolty brazowy zielony
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Prad wsteczny kolektor-baza
PrZy Ucgo = 6V Icgo

Prad wsteczny kolektor-baza
pry UEB-‘J == V (f,_,mh == ]SOGC) I.—:nc}

Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 uA U¢sricso

Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icgo = 10 mA Uisr)ceo

Napiecie przebicia emiter-baza
prz}” I!;'Hﬂ — ]0 EJ-A U{HHJEH‘D

Parametry dynamiczne (7., — 25°C)

Czestotliwos¢ przenoszenia
przy Uce = 6 V, Ic = 10 mA,
f» = 20 MHz fe

Wspolczynnik zwarciowy
wzmocnienia pradowego
przy Ucg =6 V, Ic = 5§ mA,
fo =1 kHz -—

Pojemnos¢ kolektora
przy Uewg =6V, Ic = 0,
f p =2 MHz Ce

Stala czasu sprzezenia zwrotnego
przy Ueg=6 V, I = 10 mA,
f_., =9 MHE. Fpp * C{;

0,01 (=< 0,5)

10 (=< 200)

90 (== 45)

60 (> 45)

15 (= 4)

95 (== 50)

30 (== 10)

15 (< 25)

0,8 (=< 2,7)
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Wspolczynnik wzmocnienia pra-
dowego hz1r = f¢):
lump = parametr
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Charakterystyka wyjsciowa

I.[: == f(UcE), Ip = parametr
(Uklad wspélnego emitera)
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Prad kolektora [I. = f(Ugg);
t,mp — parametr

(Uklad wspdlnego emitera)
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Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucg); Ip = parametr

(Uklad wspdlnego emitera)
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Prad kolektora I. = f(Usgg);

Iy = parametr
(Uktad wspdélnego emitera)
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CzestotliwosC przenoszenia ;
fr =f(c); Uce = parametr
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f, = 20 MHz
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Pojemnos¢ kolektor-baza
Cepo = f(UEBD)

Pojemnos¢ emiter-baza
CEBO — f(UEBﬂ)
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Zalezno$¢ temperaturowa pradu
wsiecznego I CBO = f (fﬂmb)

] — wartoé¢ graniczna, 2 — wartosc
Srednia
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Zaleznos¢ temperaturowa mocy
strat P, = f(t); R;, = parametr
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Rezystancja wejsciowa Wspolczynnik sprzezenia zwrot-
hi1e= f(Uc); Ucg = parametr; nego hyz. = f(I¢); Uck = para-

f = 1000 Hz metr; f= 1000 Hz
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Zwarciowy wspolczynnik
wzmocnienia pradowego
Na1e = fe); Ugp = parametr;
= 1000 Hz
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Admitancja wyjsciowa
fiz2.= f(I¢); — Ucg = parametr;
f= 1000 Hz




